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１．概要（Summary） 

ダイヤモンドの高い絶縁破壊強度やAl2O3の高誘電率

により、Al2O3 をゲート絶縁膜としたダイヤモンド FET で

は優れた特性が実現できると考えられる。今回の実験で

はダイヤモンド基板上に ALDにより成膜した Al2O3薄膜

をマスクレス露光装置で作製したレジストマスクにより選択

的にエッチングした。 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

スピンコーター 

マスクレス露光装置 

多目的エッチング装置(ICP-RIE) 

【実験方法】 

1) Al2O3 成膜後のダイヤモンドにスピンコーターを用

いてレジスト塗布 

2) マスクレス露光装置によるリソグラフィ 

3) 現像 

4) 多目的エッチング装置でレジストマスクにて Al2O3

をエッチング 

HMDS とレジスト AZ5214Eの 2つを使用、現像は

NMD-3を使用、エッチング条件は 

CHF3=10 sccm, O2=10 sccm, Press=1.0 Pa, 

ICP Power=500 W, Bias Power=200 W, 

Stage Temp=20℃ 

である。 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

 ダイヤモンド基板表面を光学顕微鏡で観察した。Al2O3

エッチング前を Fig. 1、 Al2O3エッチング後を Fig. 2に

示す。 

 

Fig. 1 Picture before Al2O3 etching. 

 

 

Fig. 2 Picture after Al2O3 etching. 
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